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【はじめに】 CuGaS2 (CGS)は、高い光吸収係
数と広い禁制帯を持ち、環境負担が少なく埋

蔵量が豊富であることから、光学デバイスへ

の応用に向けて研究されている．しかし、結晶

性の高い CGS薄膜成膜が困難であることから、
デバイス構造まで至った先行研究は数少なく

結晶性向上のため、硫化処理が頻繁に行われ

る[1,2]．そこで本研究は、スパッタ法で成膜し
た CGS における硫化処理が CGS 薄膜のフォ
トルミネッセンス（PL）に及ぼす影響を評価し
た． 
【実験方法】CuGaS&(&())は、化学量論的組成比
を持つターゲットでスパッタした．基板温度

200oC で約 300nm と 600nm の試料を Mo コー
トしたガラス基板上に成膜した．硫化処理は

真空チャンバー内で硫黄粉末 100mg、窒素雰囲
気 8×104Paで行った．PL測定は室温で励起波
長 405nm のレーザーを用いた．試料の成膜及
び硫化処理条件は以下の表１に示す.  
【結果と考察】PL 測定の結果、すべての試料
においてバンド端発光（2.46eV）が見られた．
1.5eVで強い欠陥発光が見られたが、硫化処理
を制御することで欠陥発光を低減できた．欠

陥はまだ同定できてないものの、深い準位で

あることから CuGaSe2にも存在する GaCu欠陥

準位が考えられる[3]． 硫化時間を長くした場
合（試料 B, C, D, E）、この欠陥準位からの発光
強度が抑制された。二段階硫化処理を行った

場合（試料 E）と 300nm の成膜と硫化処理を
二回繰り返した場合（試料 A2）には、欠陥発
光強度がさらに抑制されている．バンド端で

の発光強度がほぼ同等である試料 B と比較す
ると、試料 E の欠陥発光は 2 倍ほど低減した
（Fig. 1）． 
【まとめ】本研究を通じて硫化処理条件を制

御することで CGS欠陥を制御できることがわ
かった．欠陥の抑制と結晶性の向上のため、今

後他の物性評価も行うことで欠陥の原因を模

索する予定である． 
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Fig. 1 & 2 Photoluminescence of
samples with different thicknesses
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